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(54) 발명의 명칭 절연물 타겟

(57) 요 약

스퍼터링 장치에 부착하여 교류전력을 투입 할 때, 실드와 타겟 사이의 간극에서 방전이 일어나는 것을 방지할

수 있는 절연물 타겟을 제공한다.

절연물 타겟(2)의 스퍼터링 장치 SM에 부착시, 그 주위에 실드(5)가 배치되는 본 발명의 스퍼터링 장치용의 절연

물 타겟(2)은 실드로 둘러싸인 판 모양의 타겟재(21)과 타겟재의 한쪽 면이 스퍼터링되는 스퍼터면(2a)과, 타겟

재의 다른 면의 외측 둘레부에 접합되어 타겟재의 표면으로부터 외측으로 연출됨과 동시에 실드로부터 소정 간격

을 가지는 연출부(22a)를 포함하는 고리 모양의 지지재(22)를 갖추어, 지지재는 절연물 타겟에 교류전력을 투입

하여 스퍼터 면이 스퍼터링될 때, 타겟재의 임피던스와 같거나 그 이상의 임피던스를 가지도록 구성되었다. 
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

스퍼터링 장치용의 절연물 타겟에 있어서, 이 절연물 타겟의 스퍼터링 장치에 부착시 그 주위에 실드(shield)가

배치되는 것에 있어서,

절연물 타겟은 실드로 둘러싸인 판 모양의 타겟재(target material)는, 타겟재의 한쪽 면이 스퍼터링되는 스퍼

터  면과,  타겟재의  다른  면의  외측  둘레부에  접합되어  타겟재의  표면으로부터  외측으로  연출(extending

outward)되는 것과 동시에 실드로부터 소정 간격을 가지는 연출부(extending section)를 포함하는 환형의 지지

재(support material)를 갖추고,

지지재는 절연물 타겟에 교류전력을 투입하여 스퍼터 면이 스퍼터링될 때, 타겟재의 임피던스와 같거나 그 이상

의 임피던스를 가지도록 구성되는 것을 특징으로 하는 절연물제 스퍼터링타겟.

청구항 2 

청구항 1에 있어서, 타겟재와 지지재가 동일재료로 형성되고, 지지재는 타겟재의 판 두께와 같거나 그 이상의

두께를 가지는 것을 특징으로 하는 절연물제 스퍼터링 타겟

청구항 3 

청구항 1 에 있어서, 타겟재와 지지재가 서로 다른 재료로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 절연물제 스퍼터

링 타겟.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 스퍼터링 장치용 절연물 타겟에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

산화 알루미늄 막이나 산화 마그네슘 막 등의 절연막은 예를 들어, MRAM(자기저항 메모리)의 터널링 장벽으로서[0002]

사용되고, 절연막을 양산성 좋게 성막하기 위해서 스퍼터링(sputtering)(이하 「스퍼터(sputter)」라고 한다)

장치가 사용되고 있다. 스퍼터링 장치에 있어서, 기판과 절연물 타겟(insulating material target)(이하 「타겟

(target)」이라고도 말한다)이 대향 배치된 진공 챔버내에 스퍼터 가스를 도입하고, 이것과 아울러 타겟에 교류

전력을 투입하여 기판과 타겟 사이의 공간에 플라즈마를 형성하여, 타겟의 스퍼터 면을 스퍼터하고, 튀어 나온

스퍼터 입자를 기판에 부착, 퇴적시켜 절연막을 성막하고 있다.

여기서, 타겟 측면에 플라즈마가 휘어져 들어가 타겟 이외의 부품(예를 들면, 냉각판(backing plate))이 스퍼터[0003]

되는 것을 방지하기 위해 타겟의 스퍼터링 장치에 부착시, 타겟 주위에 실드가 배치되는 것이 예를 들면, 특허

문헌 1에 알려져 있다. 여기서는 타겟의 외주부를 얇게 하여, 얇아진 외주부에 소정의 간격을 갖는 실드를 배치

하고 있다.

그러나 상기 종래의 예와 같이, 외주부를 얇게 한 타겟에 교류 전력을 투입하면 타겟과 실드 사이의 간극에서[0004]

방전이 일어난다는 것이 판명되었다. 이것은 스퍼터 중, 절연물 타겟 전체가 같은 전위가 되지 않고, 타겟 중앙

부와 비교하여 얇은 타겟 외주부의 임피던스(impedance)가 낮아지는 것에 기인한 것으로 생각되어진다.

선행기술문헌
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특허문헌

(특허문헌 0001) 특허문헌1 : 특개 2001-64773호 공보 [0005]

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상기 점에 비추어, 스퍼터링 장치에 부착하여 교류 전력을 투입했을 때, 실드와 타겟 사이의 간극에[0006]

서 방전이 일어나는 것을 방지할 수 있는 절연물 타겟을 제공하는 것을 과제로 하는 것이다.

과제의 해결 수단

상기 과제를 해결하기 위해서는, 절연물 타겟의 스퍼터링 장치로 부착시, 그 주위에 실드가 배치되는 본 발명의[0007]

스퍼터링 장치용 절연물 타겟은 실드로 둘러싸인 판 모양의 타겟재는, 타겟재의 한쪽 면이 스퍼터 링 되는 스퍼

터 면과,  타겟 재의 다른 쪽 면의 외측 둘레부에 접합 되어,  타겟재의 표면으로부터 외측으로 연출(extend

outward)됨과 동시에 실드로부터 소정 간격을 가진 연출부를 포함하는 고리 모양의 지지재를 갖추고, 지지재는

절연물 타겟에 교류 전력을 투입하여 스퍼터면이 스퍼터링 될 때, 타겟재의 임피던스와 같거나 그 이상의 임피

던스를 가지도록 구성 되어지는 것을 특징으로 한다. 추가적으로, 본 발명에 있어서 별개로 형성한 타겟재와 지

지재가 접합 되는 것뿐만 아니라 타겟재와 지지재가 일체로 형성되는 것을 포함한다.

본 발명에 의하면, 종래 예와 같이 타겟의 외주부를 얇게 하여 실드를 배치하는 것이 아니라, 타겟을 타겟재와[0008]

고리 모양의 지지재로 구성하여 지지재의 연출부(extending section)로부터 소정 간격을 가지며 실드를 배치하

여 타겟재의 스퍼터면을 스퍼터 할 때, 지지재가 타겟재의 임피던스와 같거나 그 이상의 임피던스를 가지도록

구성하였다. 그렇기 때문에, 타겟과 실드 사이에서의 방전 발생을 방지할 수 있어, 타겟 이외의 부품이 스퍼터

되는 것을 방지할 수 있다.

본 발명에 있어서, 타겟재와 지지재를 동일 재료로 형성하여, 지지재를 타겟재의 판 두께와 같거나 그 이상의[0009]

두께를 가지도록 구성하면 스퍼터할 때, 지지재의 임피던스를 타겟재의 임피던스와 같거나 그 이상으로 할 수

있다.

본 발명에 있어서, 타겟재와 지지재를 다른 재료로 형성하여도 좋다. 이 경우, 지지재를 타겟재보다도 유전율이[0010]

낮은 재료로 형성한다면, 지지재를 타겟재의 판 두께보다 얇게 형성할 수 있기 때문에, 절연물 타겟을 가공성이

좋게 제작할 수 있다. 추가적으로, 타겟재와 지지재를 동일 재료로 형성했을 경우에 비해, 절연물 타겟의 제조

비용을 저렴하게 할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[도 1] 본 발명의 실시 형태의 절연물 타겟을 부착한 스퍼터링 장치를 나타내는 모식적 단면도.[0011]

[도 2] 절연물 타겟을 확대하여 나타낸 단면도.

[도 3] (a) 및(b) 는 절연물 타겟의 다른 형태를 각각 나타내는 단면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하의 도면을 참조하여 스퍼터 장치에 부착할 수 있는 것을 예로, 본 발명의 실시 형태의 절연물 타겟에 대하[0012]

여 설명한다. 추가적으로, 각각의 도면에 있어서 공통되는 요소에는 동일한 부호를 붙여 중복되는 설명을 생략

한다.

도 1을 참조하여 SM는, 마그네트론 방식의 스퍼터 장치이며, 이 스퍼터 장치 SM은 진공 처리실(1a)를 구성하는[0013]

진공 챔버(1)를 구비한다. 진공 챔버(1)의 천장 부에는 캐소드 유닛 C가 구비되어 있다. 이하에 있어서, 도 1에

서, 진공 챔버(1))의 천장부 측을 향하는 방향을 「상(上)」이라고 하고, 그 바닥부 측을 향하는 방향을 「하

(下)」로  설명한다.  캐소드  유닛  C는  절연물  타겟(2)과  절연물  타겟(2)  윗부분에  구비된  냉각판(backing

plate)(3)과 냉각판(3) 윗부분에 구비된 자석 유닛(4)으로 구성되어 있다.

도 2를 함께 참조하여, 절연물 타겟(2)은 기판 W의 윤곽에 대응하여 공지의 방법으로 평면에서 보면 원형의 판[0014]
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모양으로 형성된 절연물제의 타겟재(21)와 이 타겟재(21)의 아랫면을 스퍼터면(2a)으로 하고, 이 스퍼터면(2a)

과 반대 측 윗면의 바깥 둘레부에 접합되는 환형의 지지재(support material)(22)를 구비한다. 타겟재(21) 및

지지재(22)는 동일한 재료로 일체로 형성되어, 지지재(22)를 타겟재(21)의 판 두께 T1 과 같거나 그 이상의 두께

T2, T3를 가지도록 구성되어 있다. 이 경우, 판 두께 T1는 1~15mm의 범위 내에서 설정 가능하고, 지지재(22)의

스퍼터면(2a)과 직교 방향으로 늘어나는 부분의 두께 T2와 후술하는 연출부(extending section)(22a)의 두께 T3

는, 2~20mm의 범위 내로 설정할 수 있다. 지지재(22)는 타겟재(21)의 표면에서 외측으로 연출되는 연출부(22a)

를 포함하고, 이 연출부(22a)로부터 소정 간격(예를 들면, 0.5~5 mm)를 갖는 금속제 실드(5)가 배치되어 스퍼터

면(2a) 이외에는 스퍼터 되지 않도록 하고 있다. 실드(5)는 접지(ground)되어도 플로팅(floating) 되어도 괜찮

고, 공지의 구조를 포함하는 것을 이용할 수가 있기 때문에, 여기서는 상세한 설명을 생략한다. 또한, 타겟재

(21)의 스퍼터면(2a)과 실드(5)의 하면을 동일하게 함으로써 실드(5)에 성막되기 어렵게 하고 있다.

타겟(2)의 상면(스퍼터면(2a)와 배향하는 면)에는 냉각판(3)이 접합되어 스퍼터에 의한 성막 중, 타겟(2)을 냉[0015]

각할 수 있게 되어 있다.  냉각판(3)  상면의 둘레부가 절연체 I를 통해 진공 챔버(1)  상벽 내면에 장착되어

있다. 타겟(2)에는 고주파 전원 등의 교류 전원 E로부터의 출력이 접속되어 성막 시, 타겟(2)에 교류 전력이 투

입되도록 하고 있다. 자석 유닛(4)는 타겟(2)의 스퍼터면(2a)의 아래 공간에 자장을 발생시켜, 스퍼터 시에 스

퍼터면(2a)의 아래에서 전리된 전자 등을 포착하여 타겟(2)으로부터 튀어 나온 스퍼터 입자를 효율적으로 이온

화 하는 공지의 구조를 포함하는 것이며, 여기에서는 상세한 설명을 생략 한다.

진공 챔버(1)의 바닥에는 타겟(2)의 스퍼터면(2a)에 대향시켜 스테이지(6)가 배치되고, 기판 W가 그 성막 면을[0016]

상측으로 위치를 정하여 보관 유지되도록 하고 있다. 이 경우, 타겟(2)와 기판 W과의 사이의 간격은 생산성이나

산란 회수 등을 고려해 45~100mm의 범위로 설정된다. 또한, 진공 챔버(1)의 측벽에는 아르곤 등의 희가스(noble

gas)인  스퍼터  가스를  도입하는  가스관(7)이  접속되어  가스관(7)에는  질량  유량  제어기(mass  flow

controller)(71)이 개설되어 미도시된 가스 소스에 연통하고 있다. 이것에 의해, 유량 제어된 스퍼터 가스가,

후술의 진공 배기 수단 P에 의해 일정한 배기 속도로 진공 유도되고 있는 진공 처리실(1a) 내에 도입할 수 있어

성막  중,  진공  처리실(1a)의  압력(전압)이  대략  일정하게  보관  유지되도록  하고  있다.  진공  챔버(1)의

바닥에는, 터보 분자 펌프나 로터리 펌프 등으로 구성되는 진공 배기 수단 P에 연결된 배기관(8)이 접속되어 있

다. 스퍼터링 장치 SM는 특별히 도시하지 않지만, 마이크로 컴퓨터나 시퀀서 등을 갖춘 공지의 제어 수단을 가

져, 제어 수단에 의한 전원 E의 가동, 질량 유량 제어기(71)의 가동 혹은 진공 배기 수단 P의 가동 등을 통괄

관리하게 되어 있다. 이하, 절연물 타겟(2)은 산화 마그네슘 타겟으로 하여 이 타겟(2)을 부착한 스퍼터링 장치

SM를 이용하여 기판 W 표면에 산화 마그네슘 막을 성막 하는 방법에 대해 설명한다.

우선, 타겟(2)이 부착된 진공 챔버(1) 내의 스테이지(6)에 기판 W를 고정한 후, 진공 배기 수단 P를 작동시켜[0017]

진공 처리실(1a) 내를 소정의 진공도(예를 들면, 1×10
－5
 Pa)까지 진공 유도된다. 진공 처리실(1a) 안쪽이 소정

압력에 이르면, 질량 유량 제어기(71)를 제어하여 아르곤 가스를 소정의 유량으로 도입한다(이때, 진공 처리실

(1a)의 압력은 0.01~30Pa의 범위가 된다). 이것과 아울러, 스퍼터 전원 E로부터 타겟(2)에 마이너스 전위를 가

지는 교류 전력을 투입하여, 진공 챔버(1) 내에 플라즈마를 형성한다. 이것에 의해, 타겟재(21)의 스퍼터면(2

a)을  스퍼터  하여,  튀어  나온  스퍼터  입자를  기판  W  표면에  부착,  퇴적시킴으로써  산화  마그네슘  막이

성막된다.

여기서, 본 실시 형태에 의하면 타겟(2)를 동일 재료의 타겟재(21)와 지지재(22)로 구성하여, 지지재(22)의 연[0018]

출부(22a)로부터 소정간격을 갖는 실드(5)를 배치하여 지지재(22)를 타겟재(21)의 판 두께 T1 과 같거나 그 이상

의 두께 T2, T3를 가지도록 구성하였기 때문에, 상기 종래 예와 같이 타겟 외주부를 얇게 하는 것과는 달리 절연

물 타겟(2)에 교류 전력을 투입하여 스퍼터면(2a)이 스퍼터링 될 때, 지지재(22)가 타겟재(21)의 임피던스와 같

거나 그 이상의 임피던스를 가지게 된다. 이것에 의해, 타겟(2)과 실드(5)와의 사이에서의 방전 발생을 방지할

수 있어 즉, 타겟(2) 측면에 플라즈마가 휘어져 들어가는 것을 방지할 수 있어 타겟 이외의 부품이 스퍼터 되는

것을 방지할 수 있다.

이상으로 본 발명의 실시 형태에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 상기에 한정되는 것은 아니다. 상기 실시 형[0019]

태에 있어서, 타겟재(21)과 지지재(22)를 일체로 형성하고 있지만, 양쪽 재를 별개로 형성해 접합하여도 좋고,

이 경우에는 타겟(2)의 가공성을 향상시킬 수 있다. 추가적으로, 도 3(a)에 나타내듯이, 타겟재(21)와 지지재

(22)를 다른 재료로 형성하여도 좋다. 이 경우, 지지재(22)를 타겟재(21)보다 유전율이 낮은 재료(예를 들면,

석영이나 유리 에폭시 등 )로 형성하면, 지지재(22)의 두께 T2, T3를 타겟재(21)의 판 두께 T1 보다 얇게 형성하
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는 것도 가능해지고, 가공성을 한층 더 향상시킬 수 있어서 좋다. 추가적으로, 지지재(22)가 스퍼터 되지 않기

때문에, 오염이 발생할 일도 없다. 또한, 지지재의 형상은 특별히 한정되어있지 않고, 도 3(b)에 나타내듯이 지

지재(23)의 연출부(23a) 이외의 부분, 즉 타겟재(21)에 접속되는 부분을 테이퍼 모양으로 형성하여도 좋다. 추

가적으로, 타겟재(21)의 재질로서 산화 마그네슘을 예로 설명하였지만, 이것에 한정하지 않고, 산화 알루미늄

등의 다른 절연물을 성막하는 막에 대응하여 적절히 선택할 수 있다.

다음으로, 상기 효과를 확인하기 위해서, 상기 스퍼터링 장치 SM를 이용해 다음과 같은 실험을 실시하였다. 본[0020]

실험에서는, 기판 W로서 φ 300mm의 Si기판을 이용하여 산화 마그네슘 타겟(2)이 부착된 진공 챔버(1) 내의 스

테이지(6)에 기판 W를 고정한 후, 기판 W 표면에 산화 마그네슘 막을 스퍼터링법에 의하여 성막 하였다. 이 경

우, 조건은 이하와 같다. 즉, 타겟재(21)의 판 두께 T1를 3mm, 지지재(22)의 두께 T2를 4mm, 두께 T3를 4mm로 하

여, 아르곤 가스의 유량을 20 sccm(이 때, 진공 처리실(1a) 내의 압력은 약 0.4 Pa), 타겟(2)으로의 투입 전력

을 13.56 MHz, 0. 5 kW로 설정하였다. 이와 같은 성막 후의 입자 수를 측정한 결과를 표 1에 본 발명으로서 나

타낸다. 이것에 의하면, 사이즈 0.09μm이하의 입자 수가 10개 이하로 안정되어 있고, 이것보다, 타겟(2)와 실

드(5)와의 사이에 방전이 일어나는 것을 방지할 수 있어 타겟 이외의 부품이 스퍼터 되지 않았던 것이 판명되었

다.

표 1

[0021]

이에 대하여, 상기 종래 예와 같이 외주부를 얇게 한 타겟을 이용한 점 이외에는 상기와 같은 조건으로 스퍼터[0022]

하여 성막 하였다. 이 경우도 이와 같이 입자 수를 측정한 결과를 표 1에 함께 종래 예로서 나타낸다. 이것에

의하면, 입자 수는 100개 이상(200개~600개)이 많고, 타겟과 실드 사이에 방전이 일어나는 것이 확인되었다.

추가적으로, 기판 W의 사이즈는 상기φ300 mm로 한정하지 않고, 예를 들어φ150 mm~300 mm의 기판을 이용할 수[0023]

가 있다. 또한, 타겟 지름도 특별히 한정되어있지 않고, 성막의 특성이나 생산 효율을 고려하여 적절히 설정할

수 있어 예를 들어 φ120~400 mm의 범위 내에서 설정할 수 있다.

부호의 설명

SM-스퍼터링 장치, 2-절연물 타겟, 2a-스퍼터면, 21-타겟재, 22-지지재, 22a-연출부, 5-실드, T1-타겟재의 판[0024]

두께, T2,T3-지지재의 두께
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도면

도면1

도면2
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도면3
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